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Кимйяви чюкдцрмя йолу иля алынмыш CdS назик тябягяляриндя отаг температурунда чох йцксяк фотокечирижилик ашкар едилмишдир.  
σишыг/σгаранл. кечирижиликлярин нисбяти 4·1010 кимидир. Стасионар щал чох узун мцддят ярзиндя алыныр. (αhν)2 ~ f(hν) асылылыгдан тябягянин 
гадаьан олунмуш зонасынын ени мцяййян едилмишдир.  

 
CdS назик тябягяляриндян фотоволтаик чевирижиляр кими 

истифадя едилмяси перспективи онун чох мцкяммял струк-
турлу тябягяляринин алынмасы цчцн даща тякмил епитаксиал 
технолоэийа цсулларындан истифадя етмяйи шяртляндирир. 
Кимйяви чюкдцрмя цсулунун садялийи вя бир чох цстц-
нлцкляри [1] ондан эениш мигйасда истифадя етмяк цчцн 
стимул йаратмышдыр. Хцсусиля бу цсул варизон структурлар 
алмаг цчцн чох ялверишлидир. 

CdS назик тябягяляринин алынмасында кимйяви 
чюкдцрмя цсулундан истифадя едилмишдир. CdS - назик тя-
бягяси шцшя алтлыглар цзяриндя алынмышдыр. Бунун цчцн 
шцшя алтлыг яввялжя хром туршусунда сонра ися дестилля 
суйунда йуйулур. Шцшя алтлыг шагули шякилдя ичярисиндя 
температуру 90-95°С мящлул олан лабораторийа стяканы-
нын дахилиня йерляшдирилир. Мящлул 0,5мол. кадмиум асетат 
вя 0,5мол. тиомочевинадан ибарят олмагла щазырланыр. 
Бунлардан ялавя мящлула комплексямяляэятирян 
компонент олараг триетаноламин, адгезийа йаратмаг 
мягсяди иля нашатыр спирти ялавя едилир. Магнит гарышдырыжы 
васитясиля мящлул даима гарышдырылыр. 15-20 дягигядян 
сонра шцшя алтлыг чыхарылыр вя дестилля суйунда йуйулур. 

Бу цсулу тятбиг етмякля алынан CdS тябягяси кифайят 
гядяр биржинс олмагла йанашы, онун шцшя иля адгезийасы 
да гянаятбяхш олур. CdS-тябягясиня In контактлары 
вурулмуш вя онун фотоелектрик хассяляри юйрянилмишдир. 

 
Шякил 1.  Фотокечирижилийин замандан асылылыьынын кинетикасы:   
             1-тябягянин цстцня  
 
Отаг температурунда чох йцксяк фотокечирижилик мц-

шащидя едилмишдир. Гаранлыгда нцмунянин мцгавимяти 

~1015ом олдуьу щалда 100 ваттлыг лампанын ишыьы алтында 
(~25см мясафядян) бу мцгавимят 2,5·104ом – а гядяр 
ашаьы енмишдир. Йяни ишыг-гаранлыг мцгавимятинин нисбяти 
4·1010–а бярабяр олмушдур. Шякил 1-дя отаг температу-
рунда CdS назик тябягяси цчцн фотокечирижилийин заман-
дан асылы гаранлыгдан – ишыьа (1-яйриси) вя ишыгдан – га-
ранлыьа (2-яйриси) яйриляри эюстярилмишдир.  

Шякилдян эюрцндцйц кими ишыгдан гаранлыьа кечяркян 
мцгавимятин стасионар щала уйьун гиймят алмасы чох 
яталятли просесдир. 1 яйриси юз стасионар щалыны (тябягянин 
цстцня ишыг салыныр) 1 саата алдыьы щалда (3.103 сан), 2-
яйриси юз стасионар щалыны 10 саатдан чох (~ 4·104 сан) 
мцддятя алыр. 

CdS назик тябягяси цчцн йцксяк фотокечирижилик 
щаггында [2] ишиндя мялумат верилмишдир. Бу ишдя CdS 
назик тябягяси пиролиз цсулу иля алынмыш вя хцсуси олараг 
O2-иля ашгарланмышдыр. Йалныз бу технолоъи ямялиййатдан 
сонра CdS назик тябягясиндя ишыг-гаранлыг кечирижиликляри 
нисбяти ян чох 107 - йя бярабяр олмушдур. 

 

 
Шякил 2.  ЖдС назик тябягясинин оптик бурахма яйриси   
 
Кимйяви чюкдцрмя йолу иля алдыьымыз CdS назик 

тябягясиндя ися щеч бир ашгар вурулмадан бу нисбят 
4·1010-а гядяр галхмышдыр ки, бу да CdS-назик тябягяляри 
цчцн щялялик ян йцксяк нятижядир.  

Алынан CdS-назик тябягясинин гадаьан зонасынын 
енини мцяййян етмяк цчцн «СПЕЖОРД-40М» спектро-
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фотометри васитясиля онун оптик бурахма яйриляри чякил-
мишдир (шякил 2 ).  

 
Шякил 3. α2~f(hν) (1 яйриси) вя (αhν)2~f(hν) (2 яйриси)  
             асылылылглары. 
 

Оптик бурахма яйрисиня ясасян α2~f(hν) асылылыьы 
чякилмиш вя бу асылылыгдан дцз хятт областынын екстропол-
йасы цсулу иля тябягянин гадаьан зонасынын ени мцяй-
йян олунмушдур:  Eg = 2,36 ев (1-яйриси, шякил 3).  Гейд 
етмяк лазымдыр ки, алынан назик тябягялярин галынлыгларыны 
юлчмяк мцмкцн олмадыьындан бу асылылыьы яслиндя 
сярбяст ващидлярдя  α2 - нын щв-дян асылылыьы кими баша 
дцшмяк лазымдыр. Бу ися Eg-нын тя’йининя щеч бир хялял 
эятирмир.  

Бир чох мцяллифляр Eg-нин тяйининдя (αhν)2–нин hν– 
дян асылылыг яйрисиндян истифадя етмяйи цстцн би лирляр. Бу 
асылылыгдан истифадя етдикдя CdS–назик тябягяси цчцн Eg-
=2,42 ев (2-яйриси, шякил 3) алынмышдыр. Бу гиймят [3] 
ишиндя CdS–ин гадаьан зонасы цчцн эюстярилян гиймятля 
тамамиля ейнидир.  

CdS назик тябягяляриндя чох йцксяк фотокечирижилийин 
мцшащидя олунмасы ону сюйлямяйя имкан верир ки, 
кимйяви чюкдцрмя цсулундан истифадЯ етмякля щям дя 
бирляшмялярдя бир сыра индикал хассяляр мцшащидя етмяк 
мцмкцндцр. 
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THE INVESTIGATION OF THE HIGHLY PHOTO CONDUCTING 

CHEMICALLY DEPOSITED CdS THIN FILMS 
 
Highly photoconductivity at room temperature is observed in the CdS thin films obtained by the chemically deposition technique.  
The ratio of the conductivities σlight/σdark is equal to 4·1010. The establishment of the stationary state lasts very long. The energy gap of the 

film is determined from the dependence (αhν)2 ~ f(hν).   
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТОНКИХ ПЛЁНОК CdS С ВЫСОКОЙ ФОТОПРОВОДИМОСТИ,  
ПОЛУЧЕННЫХ ХИМИЧЕСКИМ ОСАЖДЕНИЕМ 

 
В тонких плёнках CdS – полученных химическим осаждением обнаружена очень высокая фотопроводимость, при комнатной 

температуре. Отношение проводимостей σсвет/σтемн равнялось 4·1010. Установление стационарного состояния длился очень долго. Из 
зависимости (αhν)2 ~ f(hν) определена ширина запрещенной зоны пленки. 
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